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Juntura MQOS



Se tiene una juntura MOS construida con poly N+ vy substrato P de |la cual se conocen los
siguientes datos:

* tor= 150 A

e Ny=3-10® cm™3

* Vpp = =0.876V

e Vr =0.884V

Hallar q')B, Cbx, Xd, Q’SCRI AVBULK \ AVOX cuando VGB =0.2V.
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Dos de los valores pedidos no dependen de la tension...



Dos de los valores pedidos no dependen de la tension...

i ESiOZ = 3.9 &o

.. + £y =885
cl., = =% ¢ tor =150 A
0X t e n;, =100 ¢cm3
ox l

« Ny=3-10"cm™3
* Uy =259mlV




Dos de los valores pedidos no dependen de la tension...

* E&sip, =39¢
26 . + gy =1885L
Esio J & n . _ 4
Coy = 2 — — = 23— tox = 150 A

n; = 1019 cm=3
N,=3-10"cm™3
Vep = 25.9mV
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Dos de los valores pedidos no dependen de la tension...

i 851:02 = 3.9 &o

26 . + £y =885
Cox = “Si0p _ 7% _ 23n_ * t,x =150A
tox 150 A cm? *+ n;=10"cm™3

« Ny=3-10"cm™3
* Uy =259mlV
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Dos de los valores pedidos no dependen de la tension...

i 851:02 = 3.9 &o

26 . + £y =885
Cox = “Si0p _ 7% _ 23n_ * t,x =150A
tox 150 A cm? *+ n;=10"cm™3

« N,=3-10" cm™3
* Uy =259mlV

¢p = ¢gate — Ppuik O A
Gate: PolySiN* —=| ¢yqre=550mV | 0 Ll
- T
Bulk : TipoP = @pyuix = =V¢p In (1:’1—’:1) = =326 mlV oR
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Dos de los valores pedidos no dependen de la tension...

€sio, 3.9 ¢ nk

Cl. = _ 0 _
OX =t 150 A cm?

¢p = ¢gate — Opuik

Gate: PolySiN™ — ¢ggee =550 mV

Bulk : TIpO P - ¢bulk = —VUtn In (%) =

l

—326 mV

i 851:02 = 3.9 &o

+ £y =885
* t,, = 150A

e« n; =100 cm™3
« Ny=3-10"cm™3
* Uy =259mlV
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Dos de los valores pedidos no dependen de la tension...

i 851:02 = 3.9 &o

29 o + £y =885
C(,)X — gSlOZ — . <c:(o) = 23 n_ * lox = 150 A
tox 150 A cm? *+ n;=10"cm™3
« Ny=3-10"cm™3
* Uy =259mlV
¢p = ¢gate — Ppuik O A
Gate: PolySiIN* — ¢ggee=550mV (T) Ll

: N
Bulk : TipoP = @y = — V¢ In (n—A) = =326 mV oR
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El resto de los valores dependen de la tension...



El resto de los valores dependen de la tension... \/ _
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Como estamos en vaciamiento...



Como estamos en vaciamiento...
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Como estamos en vaciamiento...

Eci 4 + V,
X, = ;Sl 1+ (¢B GB) 1 p
Cox |\ y*
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Como estamos en vaciamiento...

Eci 4 + V
X, = ;Sl 1+ (¢B GB) 1
Cox y*

1

y:C(’)X \/zgsinA

L» y = 1.37 V1/2 eﬁjB% nm




Como estamos en vaciamiento...

Eci 4 + V
X, = ;Sl 1+ (¢B GB) 1
Cox y*

1

Y = \/zgsinA
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L» y=137 V%2 > x;=366nm

Qscr V) = —q Ny x4 (Vgp)
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Como estamos en vaciamiento...

Eci 4 + V
X, = .’S‘l 1+ (¢B GB) 1
Cox y*

1

y:C(’)x \/ZESiCINA

L» y=137 V2 S x;=366nm

Qscr V) = —q Ny x4 (Vgp)
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Los potenciales cuando aplicamos tension a la juntura...



Los potenciales cuando aplicamos tension a la juntura...
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Los potenciales cuando aplicamos tension a la juntura...

O 2
CI NA xd tox
AVhy = = 765mV
ox €sio, —
AV 9 Na g 311 mV
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Los potenciales cuando aplicamos tension a la juntura...

(D N
Nyx;t
AV, = 17ATd tox _ gen oy
€sio,
q Ny xé
AVBULK - = 311 mV
2 gSi

Notemos que: Vg + ¢ = AVpx + AVgyx = 1076 mV




